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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний в магистратуру БГТУ по специальности          

7-06-0713-02 «Электронные системы и технологии» из 2-х блоков: вступительное 

испытание и дополнительное собеседование. 

Уровень основного образования лиц, поступающих для получения высшего 

образования второй ступени - высшее образование первой ступени. 

Вступительные испытания проводятся по программе вступительных испытаний, 

разработанные кафедрой БГТУ химии, технологии электрохимических производств и 

материалов электронной техники в соответствии с типовыми учебными программами и 

образовательным стандартом по учебным дисциплинам, соответствующим профилю 

специальности. 

Иностранные граждане, имеющие высшее образование первой ступени, участвуют 

в конкурсе с учетом проведения дополнительного собеседования. 

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

Форма проведения экзамена - письменно-устная. 

На экзамен вынесена учебная дисциплина «Технология и оборудование для 

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники». 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

Дополнительное собеседование проводится по учебной дисциплине «Химическая 

технология материалов электронной техники». 

 

Критерии оценок вступительного испытания для получения 

высшего образования второй ступени 

по специальности 7-06-0713-02 «Электронные системы и технологии» 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и оценки включает 

следующие критерии: 

10 баллов - ПРЕВОСХОДНО: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 

вступительного испытания, а также по основным вопросам,выходящим за ее пределы; 

• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине 

и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

9 баллов - ОТЛИЧНО: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 

вступительного испытания; 

• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 



• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме программы вступительного испытания; 

• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках программы 

вступительного испытания; 

7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы 

вступительного испытания; 

• использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

6 баллов - ХОРОШО: 

• достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 

• использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы 

вступительного испытания; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

Темы вступительных испытаний 

1. Физико-химические, физические и химические основы электроники. 

1.1. Структура твердых тел. 

1.2. Транспорт в твердом теле. 

1.3. Дефекты в кристаллах. 

1.4. Термодинамика конденсированных систем. 

1.5. Физика и химия диэлектриков, диэлектрических и кристаллооптических явлений. 



1.6. Физика и химия магнетиков и магнитных явлений. 

2. Электронные структуры и приборы. 

2.1. Электроника кристаллов. 

2.2. Полупроводниковые, магнитные, диэлектрические, оптические функциональные 

структуры и приборы. 

3. Современная электроника. 

3.1. Наноэлектроника и молекулярная электроника. 

3.2. Сенсоры. 

4. Технологии материалов и изделий электронной техники. 

4.1. Полупроводниковые классические технологии. 

4.2. Керамические технологии. 

5. Оборудование производств материалов и изделий электронной техники. 
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31. Поляков А.А. Технология керамических радиоэлектронных материалов, М.: Радио 
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М.„ Радио и связь, 1981. - 335 с. 
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5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО: 

• достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 

• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы 

вступительного испытания; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания; 

• использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 

3 балла- ПОЧТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания; 

• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы без 

существенных логических ошибок; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины; 

2 балла- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

•фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания; 

• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 

грубых логических ошибок; 

1 балл-НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

• отсутствие знаний и компетенции в рамках программы вступительного ис-

пытания; 

О баллов- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

• отказ от ответа.



Темы дополнительного собеседования 

1. Физическая электроника и электронные приборы. 

1.1. Полупроводниковый выпрямительный диод, диод Шоттки, туннельный диод. 

1.2. Транзисторы: биполярный и полевой. 

1.3. Оптоэлектронные приборы. 

2. Нанотехнологии. 

2.1. Методы получения наноструктурированных материалов. 

2.2. Зондовые технологии. 

2.3. Самоорганизующиеся процессы для создания наноматериалов. 

3. Технология жидкокристаллических изделий. 

3.1. Классификация и физико-химические свойства жидких кристаллов. 

3.2. Электрооптические эффекты в жидких кристаллах. 

3.3. Устройства отображения информации на жидких кристаллах. 

3.4. Материалы, используемые для создания ЖК индикаторов. 

3.5. Технология ЖК индикаторов. 

4. Техника высокого вакуума и вакуумные технологии. 

4.1. Физика вакуума. 

4.2. Низко- и высоковакуумные насосы различных типов. 

4.3. Изменение вакуума, манометрические преобразователи, течеискатели. 
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